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바이어스 컨트롤러를 포함한

25 Gb/s의 850nm 실리콘 단일 칩 광 수신기 

양승재, 이재호, 최우영 
연세대학교 전기전자공학부

Email: {sjyang1420, jayholee, wchoi}@yonsei.ac.kr 

| Abstract : 단일 칩 850 nm 광 수신기를 구현하기 위해, 실리콘 어발란치 포토다이오드(Si APD)와 전압 승압기 
및 트리플웰 LDO 기반의 온칩 바이어스 컨트롤러를 28 nm 표준 CMOS 공정에 집적하였다. 

우리는 28 nm CMOS 공정으로 구현된 Si APD와 전용 온 칩 바이어스 컨트롤러를 통합한 단일 

칩 850 nm 광 수신기를 제안한다. 기존의 APD 기반 수신기가 외부 고전압 전원이나 외부 바이어

스 제어 회로를 필요로 하는 것과 달리, 본 연구에서는 모든 핵심 바이어스 구성 요소를 동일한 

다이 내에 집적함으로써 비용을 절감하고 집적도를 향상시켰다. 

제안된 Si APD는 avalanche 영역으로써 deep n-well 내에 형성된 N+/P-well 접합 구조를 채

택하여 확산 전류 속도를 향상시키고 높은 대역폭을 확보하며, 동시에 substrate 노이즈를 차단한

다. 가장자리 조기 항복을 억제하고 전계 분포의 균일성을 확보하기 위해 가드링 구조도 포함되어 

있다. 광은 메탈 스택 상단에 open된 영역을 통해 상부 입사된다. 

APD의 안정적 동작을 위해 온칩 바이어스 컨트롤러가 구현되었으며, 이는 고전압 생성 블록과 

미세 조절을 위한 정전압 레귤레이터(LDO)로 구성된다. 다이오드 연결 트랜지스터와 커패시터 기

반의 차지 펌프로 구성된 전압 승압기(voltage multiplier, VM)를 통해 고전압이 생성되며, 이는 

triple-well (TW) 영역 내에 배치된 LDO 쌍에 의해 정밀하게 조정된다. 바이어스 컨트롤은 세 단

계의 과정을 따르며, 이는 유한 상태 기계(FSM)에 의해 제어된다: VM 기반의 조대 탐색(coarse 

sweep), LDO 피드백 기반의 미세 조절(fine sweep), 그리고 최종 바이어스를 유지하는 고정 단

계(locking phase)이다. APD 출력은 트랜스임피던스 증폭기(TIA)를 통해 증폭되며, 이후 이퀄라

이저(equalizer)를 거쳐 25 Gbps 신호가 측정된다. 
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[Fig.1] Si APD Cross section [Fig. 3] 25 Gbps eye diagram [Fig.2] Top block diagram 

mailto:wchoi%7d@yonsei.ac.kr
SJYANG
Rectangle




